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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Verfahren zur Herstellung von elektronischen Strukturen 

AufgabederErfindung istes, einVerfahrenzurHerstel- g ^ 

lung von Schaltkreisstrukturen vorzuschlagen, bei dem 
insbesondere Polymere in Form von leitenden, halblei- 
tenden und isolierenden Schichten strukturiert aufge- 
bracht werden, wobei eine Justage der Ebenen moglich 
ist. ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe gelost, indem 
eine isolierende und/oder halbleitende und/oder leitfahi- 
ge Schicht entsprechend der zu erzielenden elektroni- 
schen Struktur mittels Plotter auf ein Substrat aufge- 
bracht wird. Die aufgebrachten Substanzen liegen dabei 
in flussiger oder geloster Form oder als Suspension vor. 
AnschlieGend werden die aufgebrachten Substanzen 
durch Tempern oder Trocknen verfestigt. Nachfolgend 
werden, wahlweise mehrfach wiederholt, isolierende 
und/oder halbleitende und/oder leitfahige Schichten ent- 
sprechend der zu erzielenden elektronischen Struktur 
durch Plotten, Aufspruhen, Aufschleudern oder Aufstrei- 
chen aufgebracht und die jeweils aufgebrachte Schicht 
durch Tempern oder Trocknen verfestigt. Anschlieftend 
wird die aufgebrachte elektronische Struktur mit einer 
isolierenden Schicht versiegelt und in ublicher Weise kon- 
taktiert und komplettiert. 
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Die Erfindung beziehl sich auf ein Verfahren zur Hersiel- 
lung von elektronischen Slrukruren. 

Gegenuber herkdmnilichen Verfahren zur Herstellung 
von eleklronischen Strukturen, insbesondere iniegrierien 
Schallungen, z. B. milteis Epilaxie-, Alz- und Teniperpro 
zessen basierend auf Siliziuni-Wafern, isi die Anwendung 
der Drucktechnologie von Polymermaierialien erheblich 
schneller und kosiengunstiger. Des wciteren ist diese Tech- 
nologie vielseitiger einsetzbar, da die verwendeten Materia- 
lien nichl solch exirenien Temperaluren und Driicken ausge- 
setzt isi wie bei spiels weise bei Epiiaxie- und Oxidations ver- 
fahren. 

Bisher wurden Polymere zur Herstellung von Schaltkreis- 
strukturen mitlels Siebdruck auf Waferoberflachen gebrachl. 
Dies hatte jedoch den Nachieil, da6 die erzielten Schichtdik- 
kcn ftir die Herstellung bcispiclswcisc von Transislorcn zu 
groG waren, urn gute elektrische Eigcnschaften zu erhallen. 

Weiierhin besteht die Moglichkeit. niit Hilfe von Tinten- 
oder Lasersirahldruckem Polymere auf Waferoberflachen 
aufzudrucken. Bisher ist es jedoch nichl moglich, siruktu- 
rierle Schichien in niehreren ubereinanderliegenden Ebenen 
aufzubringen. Dies scheiien an der fehlenden Jusiageiiiog- 
lichkeil. Da niehrere Schichlen nur aufgebracht werden kon- 
nen, wenn eine genugend groBe Trocknungszeit der einzel- 
nen Schichlen eingehalten wird, isi dies inii Tintenstrahl- 
oder Laserdruckem nicht moglich. Ist die Trocknungszeit zu 
gering, koiiiint es zur Veriiiischung der Schichlen, was eine 
Unbrauchbarkeil der Struktur zur Folge hatte. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfaliren zur Hemel- 
lung von Schaltkreissirukturcn vorzuschlagen. bei dem die 
Nachieile des Standes der Technik beseiiigt werden und ins- 
besondere Polymere in Form von leitenden, halbleitenden 
und isolierenden Schichlen strukturieri aufgebracht werden, 
wobei eine Justage der Ebenen moglich ist. Des weiteren ist 
es Aufgabe der Erfindung, daB das Verfahren derart gestaltet 
ist, daB Bauelemenle und deren Verbindungen auf flexiblen 
Subsiraten aufgebracht werden konnen. Ein kompleiles 
Aufbringen von Schaltkreislayouis in einer oder mehreren 
Ebenen soil durch erfindungsgemafies Verfahren moglich 
sein. Weiierhin ist es Aufgabe der Erfindung, daB Schalt- 
kreise und andere elektronische Bauelemenle auch aus an- 
deren Malcrialien als Siliciuni hergestellt werden konnen. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe gelost, indent eine 
isolierende und/oder halbleitende und/oder leitfahige 
Schichl entsprechend der zu erzielenden elektronischen 
Siruktur mitiels Plotter auf ein Subsirai aufgebracht wird. 
Als Substrate eignen sich sowohl fesle als auch flexible Wa- 
fer, Glas, Folic oder ahnliche. Fomi, GroBe und Dicke des 
Siibsirais spielen dabei eine unlergeordneie Rolle. Die auf- 
gebrachlen Subslanzen liegen dabei in fliissiger oder gelo- 
ster Form oder als Suspension vor. Insbesondere werden iso- 
lierende und/oder halbleitende und/oder leitfahige Polymere 
aufgebracht. 

AnschlieBend werden die aufgebrachten Subslanzen 
durch Tempem oder Trocknen verfestigl. Nachfolgend wer- 
den, wahlweise mehrfach wiederholt, isolierende und/oder 
halbleitende und/oder leitfahige Schichlen entsprechend der 
zu erzielenden elektronischen Struktur durch Ploiten, Auf- 
spruhen, Aufschleudem oder Aufslreichen aufgebracht und 
die jeweils aufgebrachle Schichl durch Tempem oder Trock- 
nen verfestigt. 

AbschlieBend wird die aufgebrachle elektronische Struk- 
tur mil cincr isolierenden Schichl vcrsicgclt und in ublichcr 
Weise koniaktierl und konipletiiert. 

Durch dieses Verfaliren werden sowohl elektronische 
Bauelemenle als auch die Verbindungen einzelner Bauele- 



menle in iniegrienen Schallungen hergestellt. 

Die Merkmalc der Erfindung gehen auBer aus den An- 
spriichen auch aus der Beschreibung und den Zeichnungen 
hervor. Au.sfiihrungsbeispiele der Erfindung werden ini fol- 
5 genden nahererlauten. 

Die Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1 bis 3 schemaiische Darstellungen schaliungsfahi- 
ger Feldeffekiiransisioren 
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Beispiel 1 



In diesem Ausfuhrungsbeispiel wird die Herstellung eines 
schaltungstahigen Feldeffektlransislors beschrieben. 
Fig. 1 zeigi den schematischen Aufbau eines derartigen 
15 Transistors. Zuerst wird ein leitfahiges Polymer durch Plot- 
ten auf eine Waferoberflache 1 aufgeiragen und millels Tern- 
perung verfestigt. Diese leitende Schichl sielli den Gaie- 
Koniakl 2 des Feldeffektlransislors dar, AnschlieBend cr- 
folgt das Plotten einer isolierenden Schicht 3 auf das verfe- 
20 sligie leitfahige Polynier. Auch die isolierende Schichl 3 
wird mitlels Teniperung verfestigt. Danach erfolgt das Plot- 
ten einer halbleitenden Schichl 4 auf die verfesligte isolie- 
rende Schichl und anschlieBendes Verfestigcn der halblei- 
tenden Schichl mitlels TemperprozeB. Nachfolgend wird 
35 cine Schichl eines leitfahigen Polymers durch Plotlen aufge- 
bracht und durch einen weiteren TemperprozeB verfestigt. 
Diese Schichl beinhaltet den Source-Kontakt 5 und den 
Drain-Koniakt 6. 

Zuletzi wird die Siruktur mil einer in der Figur nichl dar- 
gesiellien isolierenden Schicht versiegeli und das Bauele- 
nienl in ublicherForm koniaktierl. 

Beispiel 2 

In diesem Ausfuhrungsbeispiel wird ebenfalls die Her- 
stellung eines schallungsfahigen Feldeftektlransistors be- 
schrieben. 

Wie in Fig. 2 dargesiellt, wird zuerst ein leitfahiges Poly- 
mer durch Plotten auf cine Waferoberflache 1 aufgeiragen 
40 und milteis Teniperung verfestigt. Diese leitende Schicht 
stellt den Gaie-Konlakt 2 des Feldeffektlransislors dai*. An- 
schlieBend erfolgt das Plotlen einer isolierenden Schichl 3 
auf das verfesligte leitfahige Polymer. Auch die isoherende 
Schichl 3 wird milteis Temperung verfestigt, Nachfolgend 
45 wird eine Schichl eines leitfahigen Polymers durch Plotlen 
aufgebracht und durch einen weiteren TemperprozeB verfe- 
stigt. Diese Schichl beinhaltet den Source-Konlakt 5 und 
den Drain-Kontakt 6. 
Danach erfolgt das Plotlen einer halbleitenden Schichl 4 
50 auf die verfesligte isolierende Schicht 3 und auf die den 
Source-Kontakt 5 und den Drain-Kontaki 6 beinhaliende 
Schichl eines leitfahigen Polymers und anschlieBendes Ver- 
fesiigen der halbleiiendcn Schicht 4 millels TemperprozeB. 
z^letzt wird die Struktur mil einer in der Figur nichl dar- 
55 gesiellten isolierenden Schicht versiegeli und das Bauele- 
ment in ublicher Weise kompletiien. 

Beispiel 3 



60 Fig. .3 zeigi schemalisch den Aufbau eines weiteren schal- 
lungslaiiigen Feldeflckttransistors. Zuerst wird ein leitfahi- 
ges Polymer durch Plotten auf eine Waferoberflache 1 auf- 
geiragen und mitlels Temperung verfestigt. Diese Schicht 
beinhaltet den Source-Kontakt 5 und den Drain-Kontakt 6. 
65 Danach erfolgt das Plotten cincr halbleitenden Schicht 4 auf 
die verfesligte leitfahige Polymer-Schicht und auf die Waf- 
eroberflache 1 und anschlieBendes Verfestigen der halblei- 
lenden Schichl^4 mitlels TemperprozeB. 
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Danach erfolgt das Plouen einer isolierenden Schichi 3. 
Auch die isoliercnde Schichi 3 wird minds Tcmpcmng vcr- 
festigu 

Nachfolgend wird einc Schichi eines leiifahigen Poly- 
mers durch Plotien aufgebrachi und durch einen weiieren 5 
TcmperprozeB verfesiigi. Diese leitende Schichi sielli den 
Gaie-Koniakl 2 des Feldeffekiiransisiors dar. 

Zuleizi wird die Siruklur mil einer isolierenden Schichi 
versiegeli und das Bauelenieni in ublicher Weise komakiien 
und konipletlicn. 

In der vorliegenden Erfindung wurde anhand konkreier 
Ausfuhrungsbeispiele ein Verfahren zur Hersiellung von 
ciekironischen Slrukiuren erlauierl. Es sei aber vemierku 
diiB die vorliegende Erfindung nich! auf die Einzelheiien der 
Bcschreibung in den Ausfuhrungsbeispielen eingeschrankl 15 
isu da im Rahnien der Patent anspruche Anderungcn und 
Ahwandlungen beanspruchi werden. 

Palenianspruche 

20 

1. Verfahren zur Hersiellung von elckuronischen 
Sirukturen. dadurch gekcnnzeichnet. daB 

- isolierende und/oder halbleitende und/oder leii- 
fahige Schichten nacheinander wahlweise ein- 
otler luehrlach enlsprechend der zu erzielenden 25 
eleklronischen Sirukiur durch Ploiten, Aufsprii- 
hen, Aufschleudem oder Aufslreichen auf ein 
Subsu-ai aufgebrachi und die jeweils aufgebrachie 
Schichi durch Tempem oder Trocknen verfesiigt 
wird und 

- abschlieBend die aufgebrachie elektronische 
Sirukiur mil einer isolierenden Schichi, versiegeli 
sowie koniakiieri und koiupleiiieri wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
nci. daB mindestens eine Schichi miitels Plotter aufge- 
brachi wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB als Subsirai sowohl fesie, als auch flexi- 
ble Subsu-ate, insbesondere Wafer, Glas oder Folic, 
Vcrwendung finden. ^ 

4. Verfahren nach eineni oder niehreren der vorherge- 
henden Anspruche. dadurch gekennzeichneu daB als 
Schichten aufgebrachie Substanzen in fliissiger oder 
gcloster Fomi oder als Suspension aufgetragen werden. 

5. Verfahren nach eineni oder niehreren der vorherge- 45 
henden Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB als 
Schichten isolierende und/oder halbleiiende und/oder 
Iciifahige Polyntere aufgetragen werden. 

6. Verfahren nach eineni oder niehreren der vorherge- 
hcnden Anspruche. dadurch gekennzeichnet. daB elek- 5*) 
ironische Bauelenienie und/oder Verbindungen einzel- 
ner Bauelenienie in iniegriertcn Schaliungen herge- 
sielli werden. 



Hierzu 1 Seiie(n) Zeichnungen 55 
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Fig. 3 
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